Ondrej Koubek

Vliv parazitnich kapacit na vlastnosti tranzistoru MOSFET

V nahradnim schématu jsou zobrazeny hlavni parazitni prvky, které maji vliv na parametry
tranzistoru MOSFET. VyznaCené kapacity zpomaluji sepnuti a vypnuti tranzistoru, parazitni
rezistory plsobi tepelné ztraty v ustaleném sepnutém stavu.
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Né&hradni schéma MOSFETu z hlediska mezielektrodovych kapacit

Nevyhodou pfi rychlém spinani FET tranzistor( je parazitni kapacita hradla. Prestoze
pres hradlo neprotéka témér Zadny proud je potfeba pro rychlé sepnuti tranzistoru (nabiti jeho
parazitni kapacity) dodat ndboj Q = I*t = U*C, Upravou dostaneme vztah pro vypocet tohoto

proudu:
I=(UxC)/t

kde I je proud pro nabiti parazitni kapacity (tento musime dodat), C je kapacita hradla,
U je spinaci napéti, t je Cas za ktery chceme tranzistor sepnout.

Dynamické chovéani tranzistoru zaleZi pfedevsim na dobé potfebné k vytvoreni vodivého
kanalu. To znamena, Ze zalezi na dobé potfebné k nabijeni a vybijeni kapacity Cox a pfipadné
dalSich parazitnich kapacit. Na pfechodové procesy bude mit znacny vliv Millerova kapacita
Cqu, ktera se vlivem Millerova efektu projevuje jako ekvivalentni vstupni impedance

Cwmi= (1+0ts+Z2)*Cep

Velikost kapacity Cgp je dana kapacitou tenke vrstvy oxidu.



